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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ В КРИСТАЛЛАХ CdS 
С УЧЕТОМ ПЬЕЗОЭФФЕКТА

О. М . ЗуОова

В работе [1] рассмотрена задача о распространении поверхностных рэлеевских 
волн в кристаллах CdS без учета их пьезоэлектрических свойств. При этом в обоих 
случаях, о которых речь пойдет ниже, значения скорости поверхностных волн полу­
чились равными приблизительно 1,71 -10* см/сек. Ниже решается задача о распростра­
нении плоских гармонических (зависящих от времени, согласно мпожителю е_,оИ) 
поверхностных рэлеевских волн в кристалле сульфида кадмия с учетом пьезоэффск- 
тами. Рассматриваются два случая: 1) волпы распрост­
раняются в плоскости, перпендикулярной гексагональ­
ной оси кристалла, 2 ) волны распространяются вдоль 
гексагональной осы кристалла, (см. фигуру, па которой 
ось z направлена из кристалла, ось х — по любому на­
правлению в плоскости поперечной изотропии z =  0 ).
В обоих случаях предполагается, что кристалл грани­
чит с вакуумом (в первом случае вдоль плоскости z =
=  0 , во втором, соответственно, вдоль х =  0 ).

В кристалле должны удовлетворяться уравнения 
движения, уравнение Маковолла для вектора электри­
ческой индукции D и уравнения пьезоэффекта:
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дХг
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где Ui — компоненты вектора смещения, Tik — компо­
ненты тензора напряжений, р — плотность, хи — коор­
динаты, епц — компоненты тензора пьезоэлектрическо­
го модуля, Si j — компоненты тензора деформации, етп* — компоненты тензора ди­
электрической проницаемости при постоянной энергии, с ц Е — компоненты модулей 
упругости при постоянном поле, Ет — компоненты электрического поля.

Рассмотрим первый случай, когда волны распространяются в плоскости 2  =  0. 
При этом уравнения (1) сводятся к системе:
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Ищем решение ее в виде 
YiUx с= __ei(kx-<ot)+kẑ
к

Y2и г =  --- ei(fcx-«0+Xzf
к

—  e15.e« fc* -e«+Xl, (3)
к

где А: — волновое число поверхностной волны, уь Y2 , Уз, ^ — некоторые постоянные, 
причем X >  0. На границе кристалл — вакуум должны удовлетворяться условия ра­
венства нулю тангенциальной и нормальной компонент тензора напряжений и не­
прерывности нормальных компонент вектора электрической индукции и тангенциаль­
ных компонент электрического поля. Для электрического потенциала в вакууме из 
уравнения Лапласа Дер =  0 и из условия Еи  =  Е2х получим ср0 =  <p(0)e“ft*. Осталь­
ные граничные условия приводят к уравнениям:

Определители однородных систем уравнений (2) и (4), приравненные нулю, пред­
ставляют собой систему уравнений с двумя неизвестными X и к.

Решая их совместно графическим методом, получим, что скорость поверхностных 
волп в первом случае равна 1,731*10' см/сек. Проведя аналогичные вычисления для 
второго случая, получим для скорости воли поверхностных значений 1,7182* 105 см/сек. 
Таким образом, учет пьезоэффекта дает увеличение скорости поверхностных волн на 
величину порядка одного процента.

В заключение автор выражает благодарность И. Л. Викторову за внимание к ра­
боте.
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ПРОХОЖДЕНИЕ ЗВУКА ЧЕРЕЗ ИЬЕЗОПОЛУПРОВОД!
ПЛАСТИНУ В ЖИДКОСТИ

II! КОВУЮ

.J. М . Л я м ги ев

Пусть пьезополунроводниковая тонкая безграничная пластина лежит в плос­
кости xoz прямоугольной системы координат, а звуковое поле в окружающей среде 
описывается выражениями

Pi (г) =  exp [ihxx  +  ikvy] +  A exp [i7*x* — ikvy], у <  0, (1)

p2(r) =  В exp [ikxx +  ikvy], у >  0. (2)
Множитель exp(—ia>t) всюду опускаем.

Для определения коэффициентов отражения А и прохождения В воспользуемся 
граничными условиями:
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Здесь w(x) — смещения пластины в направлении внешней нормали, совпадающей 
с положительным направлением оси у, р, — плотпость материала, h — толщина п
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